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三量体相転移をおこす BaV10O15の非線形伝導 
 

1．研究目的・背景 

BaV10O15は転移温度 Tc～130KでVが三量体を形

成する相転移を起こし，抵抗率が 3 桁程上昇するこ

とが知られている[1]。さらに，転移温度以上の温度

においてすでに localな三量体の形成が起きている中

間相が存在することが分かっている[2]。この中間温

度領域(130K≲ T≲ 200K)では抵抗率の増加という異

常が観測される。これと似た状態として電荷密度波

(CDW)がある。CDWのピン止めは抵抗率を増加させ

る原因となり，ピン止めされた CDWは強電場の印加

によりスライディングし，非線形伝導を生じること

がある。そこで本研究では BaV10O15の強電場下にお

ける非線形伝導について調べた。 

2．実験方法 

FZ 法により単結晶試料を作製した。中間相で異常

のある試料#1 とない試料#2 を実験に用いた。それぞ

れの抵抗の温度依存性は定電圧・四端子法で測定し

た。 

図 1 に示すような測定系を立ち上げた。測定に当

たりジュール熱による温度上昇の効果を抑えること

が必要なので，パルス電場を用いた。試料の抵抗は，

四端子法により測定した試料電圧端子間の電圧と参

照抵抗の電圧の比に参照抵抗の抵抗値をかけて求め

た。 

3．実験結果と考察 

図 2 に試料#1 と#2 の抵抗率の温度依存性を示す。

#1は T<180Kで抵抗率の上昇が増える異常が確認さ

れた。 

図 3(a)と図3(b)に試料#1と#2の転移温度より上で

の電流密度と抵抗の関係を示す。抵抗値は小さい電

圧(=0.1V)で測定した抵抗値により規格化してある。

さらに図 3(c)に試料#2 の転移温度以下での抵抗値の

電場に対する依存性を示す。中間相に抵抗率異常の

ある試料#1 では転移温度付近では非線形な振舞いが

観測されるのに対して，中間相での異常のない試料

#2 では転移温度付近，また転移温度以下でも大きな

非線形性は見られないことが分かった。このことか

ら，抵抗の温度依存性における中間相での異常と高

電場(高電流密度)下における非線形伝導には関係が

あると考えられる。その原因として高電場下におけ

る CDW のスライディングのようなメカニズムが考

えられる。 
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図 1 測定系 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

図 2  BaV10O15の抵抗率の温度依存性     

   

 

  

 

 

 

 

 

 

図 3(a) 試料 #1 の各温度での 

抵抗の電流密度依存性 

 

 

   

 

 

 

図 3(b)試料#2 の各温度   図 3(c)試料#2 の 

での抵抗の電流密度依存性  各温度での抵抗の 

              電場依存性                     
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